GC 301°

Verwendung: Germanium-pnp-Transistor
fiir Treiberstufen, NF-Endstufen mittlerer
Leistung und als Transistorpaar fiir Gegen-
takt-Stufen '

Abmessungen: Bauform A 3/25b,

TGL 1181

Masse ~ 08g

Zubehorteile siehe Seite 10

Zuldssige Hochstwerte

fir ‘ﬂ'a == 45O e
-Uecso = 32V e = 15A
-UeBo = 10V lE = 06A
-UCER = 32V -le = 0,1A
bei RBe = 50082 ¢ = 75°C
-lc - 05A da = 656°C
bei Integrationszeit
Win = Ao ‘ Wirmewiderstand Rthl §"75 %\lﬂ
Kennwerte flir #a = 25°C -5 grd
' Strom-
Min Typ Max MeBbedingungen verstiirkungs-

, gruppen
Reststrome Masse
-lcBO 6 A 20 pA -Uce = 6V
-lcBo 250 pA -Ucg = 32 V
-iCEO 500 A -UCE = 6V
-ICER 50 uA 330 A -Uce = 32 V, Reg = 500 Q
~lEBO 6 vA 50 pA -Ues = 10V
Séttigungsspannung
-UcEsat | | 0,25V | 0,5V | -l = 34 mA, -lc = 500 mA A
-UcEsat | | 025V | 05V | -8B =21 mA, -lc = 500 mA B
-UcEsat - 0,25V 0,5V -8 = 14 mA, -lc = 500 mA C
-UcEsat | 0,25V | 05V | -l = 9 mA, -lc =50mA D
Grenzfrequenz
fiete | 10 kHz | 15 kHz | -UCE = 2 V, -lc = 10 mA
Gleichstromverstérkung
B 25 60 -Uce =6V, -lc = 50 mA
B 18 35 -Uce =1 V, -lc = 350 mA A
B 29 55 -Uce =1V, -lc = 350 mA B
B 45 88 -Uce = 1V, -lc = 350 mA C
B 72 -Uce = 1V, -lc = 350 mA D




"

‘ Min g Typ ’ Max l MeBbedingungen

vVerhdltnis der Stromverstiirkuﬁgen

i !

Bs00 ! 0,5 0,65 |

Bmax '

Piirchenbedingungen

_UeE | 125 mV 185 mV

AUBE l 10mV | -UCE=6V,-Ic = 5mA
-Uce = 6 V, -lc = 50 mA

Al | 25" | _cE = 1 V, -I¢ = 350 mA

* Die Type GC 301 wird ab IV/1969 mit ver- grd

besserten Kennwerten gefertigt

Bestellbeispiel flr einen Transistor
der Stromverstirkungsgruppe B

Kollektor-Basis-Reststrom als Funktion der
Umgebungstemperatur
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Transistor GC 301 B

Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion der

Umgebungstemperatur
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Kollektor-Emitter-Spannung in Abhdngig-

keit vom BasisabschluBwiderstand T 30
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Kollektorstrom als Funktion der Basis-Emit-
ter-Spannung

Verlustleistung in Abhdngigkeit von der
Umgebungstemperatur ¢a

Transistoren in ruhender Luft
1 ohne Kihlflache

28 = 10 cm2
385 = 30cm?
4 S = 100 cm?

5 angendhrte ideale Kiihlung

Eingangskennlinien
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Kollektorstrom als Funktion des Basisstroms - 100 -
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Mittlere Ausgangskennlinien
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